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【はじめに】酸素とチタンのみの二元素で構成される単純

チタン酸化物は、TiOから TiO2まで様々な Ti:O組成比の

物質が存在する。我々は、先の応用物理学会において

γ-Ti3O5とMagnéli相の Ti4O7の超伝導について報告した[1]。

特にγ-Ti3O5は超伝導転移温度(TC)が 7.1 Kと、これまで報

告された単純酸化物超伝導体の中で TCが最も高い[2]。7.1 

K も現状の最高値であり、合成条件の最適化による TC向

上が期待される。そこで本研究では、高品質なγ-Ti3O5薄膜

の合成およびその超伝導特性の観測を行った。 

【実験】γ-Ti3O5薄膜は TiOxを原料ターゲットとしたパル

スレーザ堆積法により作製した。α-Al2O3(0001)基板を用い、

温度を 900℃、酸素分圧を 10-7 Torrと固定し、レーザのエ

ネルギー密度のみを変化させた。薄膜の結晶構造は Cu 

Kα1 X線回折計により、超伝導特性は物理特性評価システ

ムにより測定した。 

【結果と考察】図 1(a)にγ-Ti3O5(022)回折の rocking curveを

示す。エネルギー密度の違いにより薄膜の結晶性が大き

く変化し、半値幅が 0.1°を下回る高品質な薄膜が得られ

た。図 1(b)にこれら薄膜の極低温での抵抗率の温度依存

性を示す。高品質な薄膜でも超伝導は観測されたが、そ

の TCは 3.0 K と低い結果となった。図 2 にγ-Ti3O5 (022)

回折の半値幅に対する TCを示す。高い TCを示す薄膜は

その半値幅が特定の範囲に存在していることがわかる。 
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図 1. (a) γ-Ti3O5薄膜の(022) rocking 

curve。 (b) γ-Ti3O5薄膜の極低温に

おける抵抗率の温度依存性。 

 

 

図 2. γ-Ti3O5(022)回折の半値幅に対

する超伝導転移温度。色は図 1と対

応している。 
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